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はじめに 

前回我々は，c 面サファイア基板上に三酸化

モリブデン（MoO3）薄膜を MBE 成長し，200℃

で β構造膜が，350℃～400℃で α構造膜が形成

されること，両者のバンドギャップが約 4 eV

と大きいこと，を明らかにした[1-3]．今回，α

構造膜に対して X 線回折（XRD）測定を行っ

た結果を中心に報告する． 

 

実験と結果 

図 1 に c 面サファイア基板上に MBE 成長し

た α構造 MoO3薄膜の XRD パターンを示す．

基板からの鋭い回折ピークの他に，MoO3(010)

に基づく回折ピークが明瞭に現れており，

MoO3膜が成長方向へ b 軸配向していることが

判る．さらに詳しくエピタキシャル方位関係を

調べるためφスキャンを行った．図 2 に{111}

配置におけるφスキャンのパターンを示す．0

～360 度の範囲に 12 本の明瞭な回折ピークが

観測された．これらのピークは 34 度→26 度→

34 度の繰り返し周期で現れており，面内で回

転したドメインを含んでいることが示唆され

る．図 3 にサファイアの c 面に配置し得る b 面

MoO3のエピタキシャル方位関係を示す．MoO3

の結晶格子がサファイアのどの a 軸と一致す

るかで 3 通りのエピタキシャル方位関係が考

えられる．当日は，{110}のφスキャンおよび

正極点測定を行った結果についても報告する． 
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図 1.  α構造MoO3薄膜の 2/スキャンで得た

XRD 回折パターン 
 

 

図 2.  α構造 MoO3薄膜の{111}配置における 

φスキャンで得た XRD 回折パターン 

 

 

図 3．c 面サファイアと b 面 MoO3の面内にお

けるエピタキシャル方位関係 
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